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BULLETIN

DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV)
und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitatswerke (VSE)

Zur Erfassung von Transistorstreuungen durch dquivalente Toleranz-Driftquellen
Von M. Milkovi¢, Zug

Zundiichst wird eine Analyse des Toleranzverhaltens eines
Transistors in der Emitterschaltung anhand von dquivalenten
Toleranz-Driftquellen am Eingang eines an sich driftfrei gedach-
ten Transistors durchgefiihrt. Danach werden die Ursachen der
erwiihnten Toleranzdrift diskutiert. In analoger Weise wird dann
die Toleranzdrift am Ausgang eines driftfrei gedachten Transistors
in Betracht gezogen. Die Ursachen dieser Toleranzdrift werden
untersucht. Schliesslich folgt eine Aufteilung der totalen Drift
am Ausgang in einzelne Komponenten. Die Ausfiihrungen und
insbesondere die Messungen werden im wesentlichen auf das
Toleranzverhalten von Transistoren im Kunststoffgehduse (Plastic
Transistors) bezogen. Selbstverstindlich gelten die in vorliegender
Arbeit gemachten Angaben auch fiir andere Transistortypen.

1. Einleitung und Problemstellung

Ahnlich wie bei der Behandlung des Temperaturverhaltens
[1;2;3;4;6]') eines Transistors, lassen sich auch die Ferti-
gungstoleranzen durch dquivalente Toleranz-Driftquellen er-
fassen. Die dquivalenten Driftquellen kénnen entweder am
Eingang oder am Ausgang des driftfrei gedachten Transistors
angebracht werden. Solche Darstellungsart ist insbesondere
beim Entwurf von Gleichstromverstirkern, Regelschaltungen,
Kippschaltungen und &dhnlichen Anordnungen niitzlich. Da
der Transistor ein strom- und spannungsgesteuertes Bauele-
ment ist, sind zwecks Erfassung der Toleranzdrift am Eingang
im linearen Kennlinienbereich zwei Driftquellen erforderlich,
und zwar eine Spannungs- und eine Stromquelle. Am Ausgang
des Transistors kann das Toleranz-Driftverhalten durch eine
einzige Drift-Stromquelle erfasst werden.

Die in vorliegender Arbeit gemachten Ausfiihrungen basie-
ren auf den in Fig. 1 dargestellten positiven Strom- und Span-
nungsrichtungen.

2. Das interne &Aquivalente Toleranz-Driftquellenersatzbild
am Eingang eines Transistors bei konstantem Kollektorstrom
und konstanter Temperatur

Man kann anhand von Gl. (1) und (2) die durch Fabrika-
tionsstreuungen bedingten Verdnderungen im Transistor for-
mal durch ein Ersatzschaltbild (Fig. 2) darstellen.

Is (Tol) = I (Ty) + Al ()
Ue’s’ (Tol) = Ug*s*(To) + AUg's* 2)

Hier ist ein mit der Temperatur nicht verdnderlicher Tran-
sistor TR bei der Temperatur 7o mit den Parametern Ug's’ (70);
Is(To) und Ic(To) eingezeichnet. Am Eingang sind eine ideale

1) Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.
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L’auteur procéde d’abord a une analyse du comportement
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de tolérance d’un transistor en montage 4 émetteur commun au
moyen d’une source de glissement de tolérance éauivalente a
lentrée d'un transistor, en fait présumé exempt de dérive. Les
causes de cette dérive de tolérance sont ensuite discutées. On
considere en outre d’'une maniére analogue la dérive de tolérance
a la sortie d’un transistor, présumé exempt de dérive. Les causes
de cette dérive de tolérance font Pobjet d’'une étude. La dérive
totale a la sortie est divisée en diverses composantes séparées.
Ces considérations — et en particulier des mesures — sont
essentiellement rapportées a des transistors logés dans des boitiers
en matiére plastique (Plastic Transistors). Les indications figurant
dans cette étude sont également valables pour d’autres types de
transistors.

Spannungsquelle AUr’s’ und eine ideale Stromquelle Als ge-
zeichnet. Die Quellen AUges’ und Al sind interne &dquiva-
lente Toleranz-Driftquellen bei Alc = 0. Werden auch die
Bahnwiderstinde Rer’ und Rss’ des Transistors mit beriick-
sichtigt, so lautet die externe dquivalente ideale Toleranz-Drift-
quelle AUgg am Eingang bei Alc = 0:

AUxgs = (RBB’ + Rer’) Alg + (ARBR’ + AREE’) Is(To) + AUg'B
3)

Diese Quelle ist in Fig. 2 strichliert eingezeichnet. Reg’ und
Ray’sind hier als temperaturunabhéingig angenommen worden.
ARsp’ und ARer’ sind Streuwerte der Bahnwiderstinde.
Rcc’ wurde nicht beriicksichtigt.

Weil zwischen AUgrs’, AIz und (ARsw’ + AREr’) keine
Korrelation vorliegt, konnen vor einzelnen Summanden in
GI. (3) sowohl positive als auch negative Vorzeichen vorkom-
men.

Im weiteren werden zunéchst die Ursachen fiir die Streuung
des Basisstromes bei konstantem Kollektorstrom sowie Tem-
peratur gesucht.

3. Die dquivalente Toleranzdrift-Stromquelle [A/B]ic;T am
Eingang eines idealen temperaturunabhingigen Transistors

Fir den Basisstrom eines Transistors gilt die Formel [3; 4]:

Ic Icns
I = e 4
B= B z 4)
Hier bedeutet fx den Stromverstirkungsfaktor des Tran-
sistors in der Emitterschaltung, gemessen bei einem Strom I¢.
Der Strom Icss ist der KurzschluBlsperrstrom der Kollektor-
Basis-Diode. & ist gegeben durch [4]:

BT+ D
Sl ©)
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Fig. 1
Darstellung der gewihlten positiven Strom- und Spannungsrichtungen
a fiir pnp-Transistoren, b fiir npn-Transistoren

B externer Basisanschluss; B’ interner Basisanschluss; C externer
Kollektoranschluss; C” interner Kollektoranschluss; E externer Emitter-
anschluss; £’ interner Emitteranschluss; U Speisespannung; Ug Steuer-
spannung; Uqp externe Kollektor-Basisspannung; Upp externe Emit-
ter-Basisspannung; Up externe Emitter-Kollektorspannung; Ucyp/ in-
terne Kollektor-Basisspannung; Upp, interne Emitter-Basisspannung;
Uprer interne Emitter-Kollektorspannung; Ip Basisstrom; I Kol-
lektorstrom; I; Emitterstrom; Rpp, Basis-Bahnwiderstand; R, Kol-
lektor-Bahnwiderstand; Rps Emitter-Bahnwiderstand

A~ und Bi bedeuten den normalen bzw. inversen Strom-
verstirkungsfaktor des Transistors, gemessen bei Ic ~ Icns.
Wegen fx ~ B% und fi ~ fi bei Ge-Transistoren, findet man
dort bei stark unsymmetrischen Exemplaren & a~ 1. Bei
missig symmetrischen ist & &~ 1 und bei symmetrischen

+

ﬂZN . Si-Transistoren weisen infolge starker Stromabhin-

E

gigkeit von ¥ und B ein & < 1 auf
(px und Bi sind bei Ic
gleich oder kleiner eins).

Die partielle Differentiation von
Gl. (4) liefert mit dfc=0 und d7=0:

X

Icns etwa

AUgg
-t

Us Uee (To)

Fig. 2
Das allgemeine Tole%anzdrift-Ersatzschaltbild
mit iAquivalenten Driftquellen (pnp-Transistor)
Der Transistor TR ist ein mit Toleranzen
nicht veridnderlicher idealer Transistor

-+

1 Ic IcBs
(076 e = (g dlems + graps =Tz as) - ®
Gl. (6) lautet in Differenzenform:
1 Ic Icss
(A ] = — (g Aems + g7 a0 — G2 a8) )

In GI. (7) bedeuten Alcss, Afx und A& Streuwerte.

Der Kurzschluss-Sperrstrom Icps eines Transistors wird
vom Hersteller normalerweise nicht angegeben, sondern nur
der Leerlauf-Sperrstrom Icso. Deshalb ist oft von Vorteil,
wenn Al den Strom Icpo enthilt. Zwischen dem Strom Icgs
und Icpo besteht folgender Zusammenhang [4]:

Ices = nlceo (8)
Darin bedeutet:
_ (B DB+ D
LA Ry R ©)
Durch Differentiation der GI. (8), sowie aus der Beziehung
+
:._1 = —ﬂN—ﬁ_t—l findet man aus GI. (7):
S N
p+1 Ic IcBo +)
= — [—=5—AI — AP — A 1
[AIB]IC;T ( = cBO + B Bx B px)  (10)

Alcso, Afx und AN sind Streuwerte.

Die GI. (7) und (10) sind somit identisch und gelten fiir jeden
Transistortyp. Bei grundlegenden Untersuchungen ist es vor-
teilhafter Gl. (7) anzuwenden, weil zwischen Icss und & keine
Korrelation vorliegt. Zwischen Icpo und pN besteht aber
eine Korrelation. Da Gl. (10) jedoch tibersichtlicher ist, wird
diese in der Praxis oft bevorzugt.

Anhand von GL. (10) sind kleine Ic/f~x und Afx/fn vorteil-
haft.

Dies gilt, falls Ic > Icso bzw. Ic > Icpsist. Streut z. B. fix
eines Transistors im Bereich von 50...150 bei einem Nennwert
B~ = 100 und falls bei Ic = 1 mA Ic > Icso ist, so findet man
aus Gl. (10):

[ALnlcx ~ |5 A |

Die Genauigkeit der Berechnung anhand der GI. (9) und
(10) ist um so grosser, je kleiner Afn/fn ist. Wire hingegen der
Streuwert Afx sehr gross, dann ist es mit Ic > IcBo glinstiger
[AlB]ic,r aus Gl. (11) zu bestimmen:

Ic . Ic
,BN min ﬁN max

[Alp]ic;r &~ (11)

In Fig. 3 ist die gemessene Streuung von Ic¢ fiir 100 Si-Transi-
storen 2N2926 und BCY34 aufgezeichnet. Daraus kann Alp
bei /¢ = konst. entnommen werden.

Bei Ge-Transistoren miissen oft auch die Toleranzianderun-
gen von Icso bzw. Igps in Betracht gezogen werden.

Rgg'(To)

T, konstante absolute Temperatur
Weitere Bezeichnungen siehe Fig. 1
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G Str des Basisstromes IB bei jeweils konstantem

Kollektorstrom / o

fiir 100 SI-Transistoren 2N2926 und BCY34
Ucg bzw. Ugg = 3 V; Temperatur § = 25°C

4. Der Basis- und der Emitterbahnwiderstand

Im ersten und zweiten Summanden von Gl. (3) sind Rgp
und Rer’ bzw. ARgr und ARz’ enthalten. Die Widerstédnde
Rep und Rgr' sind Materialwiderstinde in der Basis bzw.
Emitterzone. Ganz allgemein ist Rer' bei Transistoren in-
folge der starken Dotierung der Emitterzone sehr klein im Ver-
gleich zu Rgp'. Der Basisbahnwiderstand ist stromabhéingig.

Die Abnahme von R’ mit zunehmendem Kollektorstrom
ist auf die Leitfdhigkeitsmodulation der Basiszone zuriickzu-
fuhren. Die verstiarkte Injektion der Minoritdtsladungstrager
aus dem Emitter in die Basis bewirkt wegen der Neutralitits-
bedingung eine Erhohung der Majoritdtstrigerkonzentration
in der Basis. Dadurch sinkt der Basisbahnwiderstand in der
Zone I von Fig. 4. Bei Planartransistoren ist dieser Effekt
besonders ausgeprigt, weil dort die Zone I sehr diinn und
relativ hochohmig ist.

In Fig. 5 sind gemessene Streuwerte des Basisbahnwider-
standes Rgp' fur 100 Transistoren 2N2926 angegeben.

Emitteranschluss
Basisring Basisanschluss
/ —

p27Aa % A
LB SRee’ / B/
N/ A LI

S\ 4 I \ //

\\J’/ Res' B’ Be" ’

Kollektoranschluss

Basisanschluss
/ Emitteranschluss

R A—Si02

Kollektor—
anschluss

Fig. 4
‘Schematische Darstellung eines legierten (z) und eines diffundierten
Transistors (b)
zwecks angenidherter Deutung des Basisbahnwiderstandes Rpp/
B externer Basisanschluss; B’ interner Basisanschluss; Rppr Basis-
Bahnwiderstand; Rpps Emitter-Bahnwiderstand; I II, 111 Basisgebiet
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5. Die Aquivalente Toleranzdrift-Spannungsquelle [AUg’s']1c;r
am Eingang eines idealen temperaturunabhingigen
Transistors

Unter der Annahme der in Fig. 1 dargestellten positiven
Strom- und Spannungsrichtungen findet man bei Uc's’ < 0;
Rcer = 0 und |eUcs’| > kT (Kollektor-Basisdiode in Sperr-
richtung gepolt) fiir einen PNP (oder NPN) Transistor [4; 3]
im beschriankten Strombereich:

ﬂNB—T— 1 ) T e [* AkVIT/i ] ‘(e"p d/iET/B')

(12)

Ic = konst. (

%1; = Temperaturspannung 26 mV bei 300 °K

Hiebei wurde der Kollektorstrom Ic gross im Vergleich
zum Sperrstrom Icps gewdhlt. Der Strom Icgs ist der Kurz-
schluBsperrstrom (Sattigungsstrom) der Kollektor-Basisdiode
[3; 4.

600

400 [N

3 I\

R
200

q
N N
Q\\\&&S

010’2 10 10° 10" ma

——f

C

Fig. 5
Gemessene Streuung des Basisbahn%viderstandes Rppy bei verschiedenen
Kollektorstromen [
fir 100 Si-Transistoren 2N2926 bei Ugy = 3 V und
Temperatur 3 = 25°C

B ist der Kurzschluss-Stromverstiarkungsfaktor des Tran-
sistors in der Emitterschaltung (Normalbetrieb), gemessen
beim Strom Ic [3; 4].

T ist die absolute Temperatur und ry eine Grosse, die je
nach Material und Leitfihigkeitstyp bei kleinen Stromdichten
einen theoretischen Wert von 1,35...1,85 annehmen kann [5]. In
GIl. (12) bezieht sich r¢ auf die Emitterdiode. Die Breite des
verbotenen Energiebereiches (Ablosearbeit) AW ; betrdgt bei
7 = 300 %K etwa 0,67 eV fiir Ge und 1,1 eV fiir Si. Zudem ist
AW ; schwach temperaturabhingig und betrdgt fiir Ge etwa
—0,38 - 1073 ¢V/ °K und fur Si ungefdhr —0,26 - 103 eV/ °K.
Partielle Differentiation von Gl. (12) sowie deren Auflosung
nach dUg’s’ liefert mit dIc = 0 und d7 = O:

kT (dfw~
|avew],., = — <7 s+ 1n T)dre  (3)
oder in Differenzenform:
[AUE'B']IOT S g (% +In T) Ary (14)

Afx und Ar¢ sind Streuwerte hervorgerufen durch Ferti-
gungstoleranzen.

Art 1dsst sich somit aus GI. (14), sowie aus dem gemessenen
Wert von [AUg’Blic,r bestimmen. Zweckmissigerweise wird
dies bei kleinem Kollektorstrom durchgefithrt. [AUEB ]ic.r
ist gemdss GI. (14) von Ic unabhingig. Dies gilt unter der Vor-
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Gemessene Strenung der Spannung zwischen Basis und Emitter UBE’ Upp
bei jeweils konstantem Kollektorstrom IC

fiir 100 Si-Transistoren 2N2926 und BCY34 bei Uy bzw. U = 3 'V
und Temperatur $ = 25°C

aussetzung, dass fx vom Strom /¢ unabhingig ist. Zudem ist
[AUEs]rc;r bei fx > 50 und dfn/fx=~ 1 von fpx Streu-

ungen praktisch unabhingig. Der Anteil kTT (InT)Ary kann

hingegen bei Ary = 0,5 einen theoretischen Streuwert von etwa
74 mV bei 300 °K aufweisen.

In Fig. 6 ist die Streuung von Ugg fiir Transistoren 2N2926
und BCY34 angegeben. Daraus ist deutlich der Vorteil des
Planartransistors 2N2926 im Vergleich zum legierten BCY34
zu erkennen.

Die Streuung von Ugg ist beim 2N2926 bis etwa 10 mA
von Ic¢ unabhidngig. Bei einem legierten Si-Transistor BCY 54
streut hingegen Uzp bei Ic > 1 mA im Vergleich zu 2N2926
ziemlich stark. Dies kommt in den beiden ersten Summanden
in GIL (3) zum Ausdruck.

Aus obiger Uberlegung geht hervor, dass die Bestimmung
von [AUE'B]rc.,r durch Messung der Streuung von Ugg beim
Kollektorstrom Ic § 1 mA geniigend genau erfolgen kann.
In Fig. 7 ist die gemessene Streuung von Ugs bei Ic = 100 pA
fiir 100 Transistoren 2N3710 gezeichnet.

30

i
Il

=D
]

80
Streuung von UBE fiir den Si-Transistor 2N3710 bei 100 Exemplaren
Ucp =5V; § =25°C; I = 100 uA4 = konst.
fre relativer Fehler; Upp externe Basis-Emitterspannung

///////

540 560

/1]

600
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6. Die aquivalente Toleranzdrift-Stromquelle Alc am Aus-
gang eines Transistors bei konstanter Emitterbasisspannung

Man kann in Analogie zu Gl. (1) bzw. GI. (2) schreiben
(15)

Die Toleranzidnderung des Kollektorstromes des Transi-
stors kann durch eine ideale dquivalente Stromquelle am Aus-
gang, sowie durch einen mit der Temperatur nicht verdnder-
baren Transistor bei Temperatur 7o, dargestellt werden (Fig. 8).

Bei der Berechnung von Alc miissen die Bahnwiderstidnde
Ry’ und Reg’ in Fig. 1 mit |beriicksichtigt [werden. Zudem
miissen AUg’s und Alg die Variation Alc enthalten. Aus |der
Differentiation von GIl. (12) und GI. (4) folgen:

Ic(Tol) = Ic(To) + Alc

AUg's = [AUEB IIc;r + % Alc (16)

Alc

Als = [AlIslic;y + —5—
Px

an
In Analogie zu Gl. (3) gilt:

Al
AUzxs = [AUE'Blic;r + ;kI% Alc + Rsp’ ([AIB]IC;T + —9) +

i3S,
+ Alc Reg’  (18)
Ic(To) =konst.
AUgg=0 Transistor
bei T, Al
a
Ic( To) = konst.
> ; O
Transistor
AU,=0
E8 bei T,
® O
b Ku (AUEB,)[C;T Ki (MB)ICJ
Fig. 8

Darstellung der #Aquivalenten Toleranzdrift-Stromquelle
AIC bei UEB = konst. (a), sowie deren Komponenten (b)
K, Spannungsfaktor; K; Stromfaktor; I' absolute Temperatur
Weitere Bezeichnungen siehe Fig. 1

Durch Nullsetzen von GIl. (18) und der Auflésung nach
Al folgt:

Alc = Ku [AUE'B']I(:;T + K; [AIB]IC;T (19)

Die i#quivalente Stromquelle Alc enthdlt offenbar zwei
Stromkomponenten (Fig. 8):
In GI. (19) bedeuten:

Ky=—— o 20)
Rep’ + Rer (fx + 1) + ols B~

2n

[AUEB11c;r und [Alg]ie,r konnen den Gl. (14), (7) oder (10) ent-
nommen werden. Man findet dann aus GI. (19), (20) und (21)
mit Rep’ + Reg’ = 0 bei Ugg = konst.

Ki = Ku (Reg’ + Rsw)

Alc = Ic (11'1 T) Art (22)

Bull. SEV 57(1966)25, 10. Dezember



Zum Schluss sei erwihnt, dass Gl. (19) eine Berechnung
von Alc ermdglicht, wenn man in GI. (20) und (21) statt Reg’
und Rep die Widerstinde Rg + Rer’ und Rq -+ Rep’ be-
riicksichtigt. Hier bedeuten Rg und R¢ Aussenwiderstéinde in
einer Schaltung. Man findet dann aus Gl. (19), (20), (21) fur
Alc bei Ugp = konst. folgende Extremfille:

a) (Rc + Rep) >o0;
(Re + Rer) = 0,
daher
1
Ku=0;Ki= — /371\1
Ic
Alc = —— AB~ (23)

P

b) (Rc + Rsp) > 0;

(Re + REr’) = oo;

daher Ki=0;Ki= —1
und Al — 2 Apy (24)
Ji3S
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Uber die Vergleichbarkeit von Koronamessungen an Spitze-Platte-Funkenstrecken
in Luft bei Wechselspannung

Von D. Kdnig, Braunschweig

Gegenstand der Untersuchungen sind die Einflussgrossen, die
fiir die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit von Korona-
messungen an Spitze-Platte-Funkenstrecken in Luft bei Wechsel-
spannung von Bedeutung sind. Zundichst wird ein kurzer Uber-
blick iiber die Existenzbereiche der verschiedenen, moglichen Ent-
ladungsformen gegeben und dargelegt, dass fiir vergleichende
quantitative Untersuchungen nur die negativen Koronaimpulse
wenig oberhalb der Koronaeinsetzspannung hinreichend eindeutig
und reproduzierbar sind. Nach einer Beschreibung der verwen-
deten Versuchsanordnung wird der Einfluss der Messkreisdaten
auf den gemessenen zeitlichen Verlauf der Koronaimpulse unter-
sucht und die Verfilschung der Impulsform durch einen An-
kopplungsvierpol mit RC-Verhalten diskutiert. Anschliessend
wird der Einfluss der Elektrodenform auf die Amplitude der
oszillographierten Koronaimpulse untersucht. Zur Klirung des
Einflusses der Beanspruchungsdauer durchgefiihrte Dauerver-
suche unter Verwendung von Spitzenelektroden aus verschiedenen
Werkstoffen werden beschrieben und diskutiert. Abschliessend
wird auf Folgerungen aus den Messergebnissen eingegangen.

1. Einfiihrung

Die Entladungsvorginge an stark gekriimmten Elektroden
in Luft sind bereits Gegenstand zahlreicher experimenteller
und theoretischer Untersuchungen gewesen. Als besonders
fruchtbar hat sich hierbei die Entdeckung des impulsférmigen
Charakters der negativen Gleichspannungskorona im stark
inhomogenen Feld einer Spitze-Platte-Funkenstrecke in der
Nihe der Einsetzspannung durch G. W. Trichel im Jahre 1938
erwiesen [1]1). Daran anschliessende Arbeiten lieferten dem
Gasentladungsphysiker wertvolle Erkenntnisse iiber den Me-
chanismus des rdumlich-zeitlichen Entladungsaufbaues bei
Gleich- und Wechselspannung, dem Hochspannungstechniker
Unterlagen fiir die zweckmissige Ausfithrung von Hoch-
spannungs-Ubertragungsanlagen.

In neuerer Zeit interessieren die impulsformigen Entla-
dungsvorgidnge in einer Spitze-Platte-Funkenstrecke bei

1) Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.
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Lobjet des présentes recherches se rapporte aux grandeurs
d’'influence importantes au point de vue de la faculté de com-
paraison et de la reproductibilité des mesures d'effets de cou-
ronne des éclateurs disposés pointe contre plaque dans Uair pour
tension alternative. L’auteur fournit en premier liew un apercu
succinct des domaines d’existence des diverses formes de dé-
charge possibles en précisant toutefois, que pour les études
quantitatives comparatives seules les impulsions coronaires né-
gatives peu au-dessus de la temsion d’amorcage coronaire four-
nissent un critére précis et reproductible. Aprés la description
des dispositifs d’essai adoptés, 'auteur étudie linfluence des
caractéristiques des circuits de mesure par rapport aux varia-
tions dans le temps des impulsions coronaires et discute au su-
jet d’'une altération de la forme des impulsions d’'un quadripole
de couplage a comportement RC. L’étude se rapporte ensuite d
linfluence exercée par la forme des électrodes sur U'amplitude
des impulsions coronaires enregistrées par l'oscillographe. L’au-
teur décrit également des essais de durée lors de Papplication
d’électrodes d pointes exécutées en matériaux divers, essais ser-
vant a préciser linfluence de la durée de charge. L’analyse des
conséquences des résultats des mesures termine I'exposé.

Wechselspannung auch vom Standpunkt der messtechnischen
Erfassung und Bewertung dusserer und innerer Koronaent-
ladungen bei Isolationspriifungen, insbesondere da die An-
ordnung Spitze-Platte das Grundelement einer Koronastor-
stelle fiir Koronaentladungen in Gasen an Spitzen, scharfen
Kanten oder Drihten darstellt [2] und sich als «Korona-
normal» (discharge standard) [3] anbietet. Dariiber hinaus
sind Vorschldge bekannt geworden, mit Hilfe derartiger Fun-
kenstrecken als Pulsgeber das Ubertragungsverhalten von
Koronapriifschaltungen zu ermitteln [4; 5].

In diesem Zusammenhang ist der Frage der Vergleichbar-
keit und Reproduzierbarkeit von Koronamessungen an
Spitze-Platte-Funkenstrecken bei Wechselspannung besondere
Beachtung zu schenken. In der vorliegenden Arbeit soll daher
aufgezeigt werden, welchen Einfluss Spannungsh6he, Mess-
kreisdaten, Elektrodenform und Beanspruchungsdauer auf
den gemessenen zeitlichen Verlauf der Koronaimpulse haben.
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